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�� NCP1623A ������	 PFC 
	����

AND90156CN/D


�

���������� NCP1623��� CrM/DCM
PFC	��
��，��	
� 100−W����
�
������：

• �
����：100 W

• Rms ������：90 V − 264 V

• ������：
♦ ��� 250 V（115−V ��）

♦ ��� 390 V（230−V ��）

��

NCP1623���� !。�
�"#
$� A%�
(NCP1623A)，���
%���&��'����

��()��(follower boost)。
NCP1623A *��SOIC−8 � TSOP−6��+，���

��, � PFC !"#，$�%�-.��&�'

PFC�	�(�。)*，�/0+��,�1，�2�

-.$3/4�。�567，NCP1623A�8��9�

0+�(:、$31、���234(�5�;<�

&6�=>：

• ��������：

NCP1623A�7��?8�9:�(CrM)��4�，@

;��ABC<=>��。)?，PFC�	��DE
F8�9:�(DCM)，@A?G�);-.���

�HB6CI（J�DK）。��E)，L!FG

HI/J��MK�NLMN�1，�	O�
(

�。)*，�OJ�P�（�7��33 kHz）/$Q
PQJ，�08�?G���"，�2� CrM 4
DCM�R�����23SR�1。

• 	
�：

NCP1623A�*��FG��CS/ZCD���1TS，T

TS$���UU*VW��OV �TSOP6（�
SOIC8）�+�J���WX!"4�,���Y

Z。)*，NCP1623A����[���X"A��

����>，��
X\J��PFC�	(��BO�
]^。LY�2�	����()��(follower boost)
�8_9��Z[`#（Ea\��）1b�]^

�(�c:de����f'�
�。

• � VCC 
���：

�_��，NCP1623A �7����VCC���`a

10.5 V�?g�，L!�D78_9�!"#�*V

��（�bch����Z[`#）���
�。

���
g����(11.25 V)��dieb�，$�

"#>��12 V�8f��。g�j，<���VCC��

gK<kh<
�l����(9.5 V − 30 V)，"6

c$��i�。

• ����/������：

���PFC�	���j�mnok<�，2)-.�

�����lmf'（�Eg�?）$1�8na

��p�。q����a�?，a��,��r�

�。q�������stC<（�uv
WX#

(DRE)）?，T���wox���j�。)�1

���PFC�	g�jg�，�kh��y7�pg�

R�。

• ����：

=>�z%q!��4����、MOSFET��{4
rst\，��,=>|e$1�O�a.，"6

!�PFC�	��M}，6&$3。u�OVP��,*，
/J�����,c~：

♦ ��!"�#：���st MOSFET �{。E

�st;��{`a��K��{v<，���

�r。)*，����#w4���'�xy�

z�2，q�{{;v<� 150%?，����
���|5R�9:。

♦ $%��：qaiTS���(VFB)�AB 300 mV
��?，T����r，�&� VFB `a

530 mV *��@���r}u。q����g

�����()��(follower boost)?，FB T
S���25 uA��{�(IFB(LL))��������，

6�UVP�~�C<�W
B�1.2/1.3 V。E�g�

?+{��a��ai���O��（�Eai

TS���*S/y���），)�1$�,

PFC�	。

♦ &'(%��)(OVP2)：CS/ZCD���1TS�

�sta�������>，��ai����

��（��<��、�'(
…）?QP��1

�����!。

♦ ,-.：q�t`a 150°C（�V<）?，�&V

����������。��t\AB��100°C
（50°C�~�）��，�����l�。

• 01#23��45：

PFC�	���$1�2"����,�、a
�R

�
���
��68n�*y�、�S����

�。��/，!"#���TS$1�y�、S/

�ES��。�7&6LY8�/�r�����

T���、�����。NCP1623A�0+�WX�

1，$�h��ETSES�q（���GND）��
�����'�xy������e-�&6。

��TSOP−6�%��5，SOIC−8� !/m���DIS
TS!"���9:。TTS-���>�N���

�!"#，���ICC��d�{AB�20 �A���（�V

<）。)�1�h��e��� ¡� &6。
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� 1. ���	���

�� 1：������

• ���� fline：

¡¢ �50 Hz/60 Hz �
�。	
-，�7��

47−63 Hz����&£KT<。0�“��?G”z

��¢，ok£¤£K��<。

• ����!% (Vline,rms)LL：

L� PFC	ok4���O rms����。T<�

75�O�V��（h�¤¥� �100 V）�

10−12%。¦.�§：(Vline,rms)LL�90 V。

• ����!% (Vline,rms)HL
：

L��
 rms ����。��75�
�V��

（h�¤¥� �240 V）� �10% 。¦. ¨：

(Vline,rms)HL
�264 V。

• 67!% Vout,nom：

L��������。Vo u t , n o m ok�� �

� 2� � (Vline,rms)HL
�。¦.�¥©<��390 V。

• �%�89!% Vout,LL：

NCP1623A�����()��(follower boost)�1
J������ ¨<������1�，�	O�

PFC�	�]^4(��'。T<�7¦�d�§�

���stC<。¦.�¥©<��250 V。

• :;-;�89!%=> (�Vout)pk−pk：

)ª3�7������¨«5¬£K。ok ¨

z���� 6% VFB©­-­<ª®，�|�y7R

��«��uv
WX#�(DRE)。
• �?@A tHOLD−UP：

)ª3£K����A¯G�����(�?G。

�7£K°�±¯。)&6¬&�­ PFC	��-

�2�
�y74�²¬��O���(Vout,min)。¦

.³]´��(Vout,min = 180 V)�eb�，$�¢�Z

[`#J�eb�����。

• 89C� Pout：

L� PFC-.�� 。

• ��89C� Pout,max：

L��
����，�¦.�
��� 150 W。

• ��8DC� (Pin,avg)max
：

L��y74�?$�"��®§��
��。T

<���.、��[��®i�。´��L�[�

��(���95%，¦.�!�：

�Pin,avg
�

max
�

100

95%
� 105 W

(�� 1)
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�� 2：��
��

�$.[��，NCP1623A ���?8�9:

(CrM)��4�。2)，��#、
µU�µ4��¯

#��]^�7��
 CrM PFC���。�°��±

²��L�aX，6�X�¶��
'。

PFC ���

���8�?Ge;&Vv"。PFC�	$�J��

��§·���#，2��L�<�2K³K8�?G�
�{-�。�167，��¸:³�� PFC�	���
1�：

�Pin,avg
�

max
�

Vline,rms
2

2L
� Ton,max (�� 2)

��#´O，PFC�	���1�¹´�。2)，L
okeb�，�$$�������>�J�.

��：

L �
�Vline,rms

�
LL

2

2 � �Pin,avg
�

max

� Ton,max (�� 3)

�#>��CrM�
��º，��¸:³���
$&

ª3：

• �
­<�{：

�IL,pk
�

max
� 2 2�

�Pin,avg
�

max

�Vline,rms
�
LL

(�� 4)

• �
 rms�{：

�IL,rms
�
max

�
�LL,pk

�
max

6� (�� 5)

�¦.�
��，��#ok�e��&6：

(�� 6)
�IL,rms

�
max

�
3.3

6�
� 1.35 A

�IL,pk
�

max
� 2 2�

105

90
� 3.3 A

L �
902

2 � 105
� 10.8 � � 417 �H

Ton,max（�V<��12.5 �s）��O<� 10.8 �s，�
��¸:�6��，2�L��¢�L�?�����。»µ

 ¨5¸:�6�K¼���<BUO 25%���<，�

®i½e�¶U。��=>�, 1， ¨��

200 �H ��#。����·�{st� 10:1 ch¸
WW+。$�¹;，CrM�R���N�J�§·��

�#<：

fsw �
Vline(t)2 � �Vout 	 Vline(t)�

4 � Pin,avg � Vout � L (�� 7)

�E，���、�.（y¾¿�ºV）[��，N

�J��：

fsw �
� 2� � 90�2 � �250 	 2� � 90�
4 � 105 � 250 � 200 � 10	6

� 95 kHz
(�� 8)

-��¢0
�������� 250 V。

�	
���，PFC����������a·'?
��À，2)	
8�?G�CI，���²¬�-

.。�¸:�4、¸:�5�4¸:�7����¢���5，
);8�?G�CI，��#­<4 rms �{��

�，6N�J��A�。2)，»µ�¸:�WxB

U 20%�¶U。

����

�567，'�xÁ4��N�¦d���Â�#

-。ÃÄ]»，$�2¢Â�#ok�eE�Â�¥

©：

• ����
��，��������4%（95%��7

�¥©��(�）

• �°��
��，������� 2%。

�¦.����
��，
�¬&¼Â �4 W ��

�1。

�T�1�����，$�Å�：

• '�xÁ�8�� $�a��¸:¬2¢：

(�� 9)



1.8 � Vf � Pout,max

�Vline,rms
�
LL

� �

�Pbridge
�

max � 2 � Vf �

2 2�
�

�
Pout.max

�

�Vline,rms
�
LL

�� Vf �Á:'�x�y¢��。

• MOSFET8�� ��:³�：

(�� 10)

� �1 	
8 2� � �Vline,rms

�
LL

3� � Vout,LL
�

�Pon �max �
4

3
� RDS(on) � � Pout,max

� � �Vline,rms
�
LL

�2

�¦.�
��，*���：

• Pbridge = 2.1 W（´� Vf � 1 V）。

• (Pon)max = 1.03 · RDS(on) W。´�)RDS(on)��t�x

Æ，2)�
8�� ���2.6 · RDS(on) W。

N�� �Ç�¢，¦.��½t。�a，ÃÄ]

»，¦.�´�� ½¢z��MOSFET�8��� ½
¢。	»t¾�s»�.�È��2¢<。

��'�x���8�� �¬�：IOUT · Vf，��

�IOUT �-.�{，6 Vf �'�xy¢��。���

[��（���>�d� 250 V?），�
���{
��0.4 A，'�x8�� � 0.4 W��&（´� Vf =
1 V）。�PDIODE = 0.4 W。

PFC ���!	�!

�K3
µU�µ?，�7�&�4�©É/�Ê：

• ©­-­<����ª®：

��Vout
�
pk	pk �

Pout,max

CBULK � � � Vout,LL (�� 11)
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�� (� = 2� · fline)���J�。

©­-­< FB TS��ª® (�VFB)pk−pk �7��

F B ª£�� ( VR E F = 2 . 5 V ) � �± 3 % ( 6 %
©­-­<)，�|�y7R����Ë�¶U�«

� �OVP �4 �DRE ��1。ai��«�5��:

³�：

RFB2

RFB1 � RFB2

�
VREF

Vout,nom (�� 12)

2)，©­-­< FB���：

(�� 13)
� ��Vout

�
pk	pk

VREF

Vout,nom

��VFB
�
pk	pk � ��Vout

�
pk	pk

RFB2

RFB1 � RFB2

�)，� 47 Hz��J��，� VFBª®v"� 6%
��O CBULK �：

(�� 14)
�

100

6% � 390 � 2� � 47 � 250
� 50 �F

CBULK �
Pout,max

6% � Vout,nom � � � Vout,LL

• ��?G�¿Ì：

(�� 15)
�

2 � 100 � 10m

2502 	 1802
� 66 �F

CBULK �
2 � Pout,max � tHOLD	UP

Vout,LL
2 	 Vout,min

2

��，��?G� 10 ms
• Rms�µ#�{：

Rms��{§·�-.�1。´�ÀÁ��-.，¦

.$�Í8��
O���R5Â{:：

(�� 16)

�Ic,rms�max
�

32 2�

9�
�

�Pin,avg
�

max

2

�Vline,rms
�
LL

� Vout,LL

	�Pout,max

Vout,LL

�2�
�¦.�
��，*���：

(�� 17)

�Ic,rms�max
�

32 2�

9�
� 1052

90 � 250
	�100

250
�2� � 0.79 A

�� 3：IC "#����

FB$%&��

EÎ 1 ²Ã，aiÄd��：
• ����«�#，��A�1��，�¢�FB�TS

J�aiYZ。��-.£¤，«�#�-Ï��

�7�6��4���Ð+。È�，RFB1�78�

*ySÅ�������Ñx;!"#-����

�。

• ��Æ®�µ#，�7d��FB�TS�S/*G，

�QN��Q9aiYZ�Ç。�7!����1−nF

��µ。�5¬�，������5，��ai��

Ò+��'ok���D7��J�-。	
-，

(�� 18)
CFB �

1

150 � �RFB1 
 RFB2
� � fline

�7�i;<Ë���。

• ���2�VÈÓ��。T���6��µ4����

Ð+，���d+´J�4j��1。

A %� � (NCP1623A ) �������()��

(follower boost)�1。THIÉÔ;A�����，

��'�PFC�	(��wo�Ê�]^4+�。��/

，�$�woA�����4�MOSFET�� 。���

���ok&������，2)Õ�������

��Ö�A�，6���[��，�������B

ËÌ©Í��（Vout,nom�7�d� 400 V×Ø）。	


-，NCP1623A��aaiTS!"L��2�	���
�()��(follower boost)R�，6aiTS���

�����g���{ IFB(LL)（�7��25 �A）。

E3ÄÂ�²�，L�:�������：

• ������� Vout,HL = Vout,nom：

(�� 19)
Vout,nom � VREF �

RFB1 � RFB2

RFB2

• ������� Vout,LL：

(�� 20)Vout,LL � Vout,nom 	 RFB1 � IFB(LL)

ÃÄ
�����������¿Ì，ai��<

$�a�:®i：

• -Ïai�� RFB1

(�� 21)
RFB1 �

Vout,nom 	 Vout,LL

IFB(LL)

�
390 	 250

25 �
� 5.6 M�

• �Ïai�� RFB2

(�� 22)
RFB2 �

RFB1 � VREF

Vout,nom 	 VREF

�
5.6 M � 2.5

390 	 2.5
� 36 k�

 ¨ RFB14 RFB2j，FB�TS����1�¦.�


���K3E�：

• ai��5 KFB：

(�� 23)
KFB �

RFB1 � RFB2

RFB2

�
5.6 M� � 36 k�

36k�

 157

• ����()�� (follower boost )����
VOFF(LL)：

(�� 24)VOFF(LL) � RFB1 � IFB(LL) � 5.6 M� � 25 � � 140 V

• ���� DRE��/Î� VOUT ：

(�� 25)VOUT(DRE	EN�EX	HL) � VREF � KFB(DRE	XX) � KFB

;��：2.5 · 95.5% · 157 ≈ 375 V
;Î�：2.5 · 97.5% · 157 ≈ 383 V

• ���� DRE��/Î� VOUT ：

(�� 26)

VOUT(DRE	EN�EX	LL) � VREF � KFB(DRE	XX) � KFB 	 VOFF(LL)
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;��：2.5 · 95.5% · 157 − 140 ≈ 235 V
;Î�：2.5 · 97.5% · 157 − 140 ≈ 243 V

• ���� SOVP��/Î� VOUT ：

(�� 27)
VOUT(SOVP	EN�EX	HL) � VREF � KFB(SOVP	XX) � KFB

;��：2.5 V · 105% · 157 ≈ 412 V
;Î�：2.5 V · 103% · 157 ≈ 404 V

• ���� SOVP��/Î� VOUT ：

(�� 28)� VREF � KFB(SOVP	XX	LL) � KFB 	 VOFF(LL)

VOUT(SOVP	EN�EX	LL)

;��：2.5 V · 110% · 157 − 140 ≈ 292 V
;Î�：2.5 V · 108% · 157 − 140 ≈ 284 V

• ���� FOVP��/Î� VOUT ：

(�� 29)VOUT(FOVP	EN�EX	HL) � VREF � KFB(FOVP	XX) � KFB

;��：2.5 V · 107% · 157 ≈ 420 V
;Î�：2.5 V · 105% · 157 ≈ 412 V

• ���� FOVP��/Î� VOUT ：

(�� 30)� VREF � KFB(FOVP	XX	LL) � KFB 	 VOFF(LL)

VOUT(FOVP	EN�EX	LL)

;��：2.5 V · 114% · 157 − 140 ≈ 307 V
;Î�：2.5 V · 112% · 157 − 140 ≈ 300 V

• ���� UVP��/Î� VOUT ：

(�� 31)VOUT(UVP	EN�EX	HL) � VFB(UVP	XX) � KFB

;��：0.3 V · 157 ≈ 47 V
;Î�：0.53 V · 157 ≈ 83 V

• ���� UVP��/Î� VOUT ：

(�� 32)

VOUT(UVP	EN�EX	LL) � VFB(UVP	XX) � KFB 	 VOFF(LL)

;��：1.2 V · 157 − 140 ≈ 48 V
;Î�：1.3 V · 157− 140 ≈ 64 V

VCTRL %&��

��Ù;“!";��”#ÏÚ3，������

���{4���Û�<Ð¬K3。!�¸:�2��´
�(�� 100%，���{��:³�：

(�� 33)
�

Vline,rms
2 � Ton.max � �vctrl 	 0.5�

8 � L � vout

iout
�vctrl, vout

� �
pin

vout
�

Vline,rms
2 � ton

2 � L � vout

Ü���¸:，��������{��Ý«z(

���-.�� Rload：

(�� 34)
� 	

iout

vout
� 	

1

Rload

�iout

�vout

� 	
Vline,rms

2 � Ton.max � �Vctrl 	 0.5�

8 � L � vout
2

2)，���Û�$�����iout / �vout，6Þ��

�Û�：

(�� 35)
zout(s) � Rload 
 Rload 


1

s � CBULK

!"������{��Ý«�：

(�� 36)

�iout

�vctrl

� 	
Vline,rms

2 � Ton.max

8 � L � Vout

2)，“!";��”#ÏÚ3�K3E�：

(�� 37)
� G0 �

1

1 � s � Rload � CBULK � 2

�
Vline,rms

2 � Ton.max � Rload

16 � L � Vout
�

1

1 � s � Rload � CBULK � 2

�vout(s)

�vctrl(s)
�

�iout

�vctrl

� zout(s)

��，� A%��，Ton.max������12.5 �s，�
���� 5 �s，6 G0 �ÑuW:。

�a FB ����5、OTA�Ò84�VCTRL�ÈÓ�
�®i“��;!"”#ÏÚ3，E�²Ã：

(�� 38)vctrl � ictrl � zctrl(s)

���ictrl��OTA����{，6 zctrl(s)��VCTRL�È
Ó���Û。

OTA����{K3E�：

(�� 39)

ictrl � �VREF 	 vFB
� � GEA � �VREF 	

VRef

Vout
� vout� � GEA

�� GEA ��OTA�Ò8W:，6 Vout ��@{���

�。

!�¸:�38�4¸:�39，“!";��”#ÏÚ3

$�a�:®i：

(�� 40)

 	

1

s � R0 � CZ

�
1 � s � RZ � CZ

1 � s � RZ � CP

�vctrl(s)

�vout(s)
� 	

VREF

Vout
� GEA � zctrl(s)

�� R0 = Vout / (VREF · GEA)，6ÈÓ�����)CZ,
RZ 4 CP ( << CZ )，EÎ�2�²Ã。

� 2. FB ' VCTRL ��

¸:�37����'4¸:�40���·'�d�R，+

´J� fC ��¸:�40��·'4Ó'�'*G。��
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¶U��m（ß\）� CP�%。�)，¦.i;��¸

:：

• ai·�µ CZ：

(�� 41)
CZ �

G0

2�fC � R0

• ai·�� RZ：

(�� 42)
RZ �

Rload � CBULK

2 � CZ

• ai�'�µ CP：

(�� 43)
CP �

tan ��
2
	 �m�

2�fC � RZ

-.�� Rload�a�:�¢：

(�� 44)
Rload �

Vout,nom
2

Pout,max
�

390 V2

100 W
� 1.52 k�

+´J� fC
�� PFC��	�'�fP：

(�� 45)

fP �
1

� � Rload � CBULK

�
1

� � 1.52 k� � 68 �F
� 3.1 Hz

��+´J��[����¶U�����，��

������<，�W
“!";��”#ÏÚ3�

mn。E�
���¥©� 25−Hz�+´J�4 60°
���¶U（�/3ß\），�*���：

(�� 46)
CP �

tan��
2
	 �

3
�

2� � 25 Hz � 15 k�
� 245 nF 
 220 pF

RZ �
1.52 k� � 68 �F

2 � 3.3 �F
� 15.6 k� 
 15 k�

CZ �
424

2� � 25 Hz � 780 k�
� 3.46 �F 
 3.3 �F

G0 �
264 V2 � 5 �s � 1.52 k�

16 � 200 �H � 390 V
� 424

R0 �
390 V

2.5 V � 20 �S
� 780 k�

CS/ZCD %&��

E��{st��6Ô���`a�0.5 V，��¹�

st;a{��。2)：

(�� 47)

RSENSE �
0.5 V

�IL,pk
�

max

�¸: 6 ����_�，i;：

(�� 48)
RSENSE �

0.5 V

3.3 A
� 0.15 �

�	
���，� ¨ 0.12 �	������K�¶

U。RSENSE)� $!�¸: 10���¢（� RSENSE
§= RDS(on)），�)i;MOSFET8�� ：

(�� 49)

� �1 	
8 2� � �Vline,rms

�
LL

3� � Vout,LL
�

�PRSENSE
�
max �

4

3
� RSENSE � � Pout,max

� � �Vline,rms
�
LL

�2

$�¹;，0.12 �	��{st����.、��[

���¼ � 124 mW。

� 3. ZCD ()�*

RSENSE

CS/ZCD

DRV

RCS1a

RCS2

VDRAIN

RCS1b

RCS1c

LBST DBST
VIN VOUT

RCS1

Ü�Õ��t� ZCD ��EÎ 3 ²Ã。Õ���

CS�������t，�� KCS à5�A�：

(�� 50)
KCS �

RCS1 � RCS2

RCS2

�� KCS � 133，6 RCS2 �5� 62 k�。

RCS14 RCS2�<ok ¨�<，�|� ¡¯G�

� a�。� ¡¯Gá�N�，RCS1 ��RCS2)>Ö

����âK��，z� Vmains,rms · �2 。 ¡� �

�:³�：

(�� 51)
PCS,STBY �

�Vmains,rms � 2� �2

RCS1 � RCS2

NCP1623���CS/ZCD�TS-0+��ã¼×，"6

|u�Æ®�µ#。CS/ZCD �����kh��µ

#，2�L��+�CS/ZCD�YZ�Ç，"68n��

�ä~�� �ZCD �st。!�Ã®#åØ¬åt

CS/ZCD�YZ?ok&Oæ，2�Ã®#åØ�7�

Wx 10−pF��µ。

���[`#�，����#��TS�>çÕ�

�z�����#è��TS-� Vin��，L�2
�：E�é§��#�>Ö��，��#6Ô�>ç

��A�?Ù>Ú��·?�。2)，&�¢

VCS/ZCD�>ç<¬®i����Yê。

>ç VCS/ZCD、VSNS ¦�� ZCD、��st、

OVP2（�v�C�%�）4ë�st（��A�4�C�%��

��）�，E�²Ã：
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• ��stC<：

(�� 52)

�Vline,rms
�
HL

�
KCS � VCS�ZDC(HL)

2�
�

133 � 1.8 V

2�
� 169 V

(�� 53)

�Vline,rms
�
LL

�
KCS � VCS�ZDC(LL)

2�
�

133 � 1.55 V

2�
� 146 V

• OVP2C<（�v C%�）：

(�� 54)

VOUT(OVP2) � KCS � VZCD(OVP2	EN) � 133 � 3.77 V � 501 V

• ë�C<（� A4 C%����）：

(�� 55)
�

133 � 0.79 V

2�
� 74 V

�Vline,rms
�
BO	EN

�
KCS � VCS�ZCD(BO	EN)

2�

(�� 56)
�

133 � 0.94 V

2�
� 88 V

�Vline,rms
�
BO	EX

�
KCS � VCS�ZCD(BO	EX)

2�

� 4. 
+ ZCD ,-�*

RSENSE

CS/ZCD

DRV

RCS2

RCS1

L BST

DBST
VIN VOUT

DAUX

CAUX

RAUX

VAUX VAUX

NPRI /NAUX = 10

NPRI

NAUX

$�!�Î 4²Ã���Î¬�+ CS/ZCDTS�
YZ。ìhch¸W���µ CAUX,�RAUX4�DAUX，

$�� DAUX �Û��+����，�
O���

MOSFET Õ��<�ch�(NAUX)��í	�(NPRI)�f

�#î35*Ð。*�²��ª3 KCS O�K3

E�：

(�� 57)
KCS �

NPRI

NAUX

�
RCS1 � RCS2

RCS2

�� KCS � 133，NPRI/NAUX)� 10，6 RCS2 �5�

22 k�。

�aLYc~$�#Ï<����，�&� RCS1<

@A��0ï��µ�Üð\。

T���è���'�� ¡¯Gá��{¼ 

（á�N�ñ�，2)@¹á� Vaux��）。

okJÝò���，\ñ�ë��1�:ó%�ä

~!�)��。q�� MOSFET Õ���� ZCD
?，�
²���ç�²��ô.��。

CSZCD �����./

q RCS��Á�Õ��t��（EÎ 3）��Þ��
�� M��&?，�0�B¶¨ fF�ï��µD7
ð�。ï��µ$��" RCS��#�'; GND��
�MOSFETÕ�。L�ï��µ(
$8nz%1�

���st,�：OCP、OVS��OVP2��«�，"6

!!"#ä~y74�。

Þ|ï��µ(
��Yß°c~�BO��#�

<，�?à«J5 KCS ��� 133 ×Ø。A�

CS/ZCDÁ��<�(RCS1 + RCS2)���� ¡� �=

A�。

E�Î 3 �� RCS1a + RCS1b + RCS1c
�� 5 M�，

»µ�Õ�
�d�� 500−V SMD�<��#（E
RCS1a = 5.1 M�），�>Ö6��< 200−V SMD��
#（E RCS1b = RCS1c = 240 k�）。L���Þ|ES

; GND���#G�µ� FET8�±¯*�á�õ

�。ÃÄ]»，�»µ!� 3 �z<��#¬>ÚÕ

��。

t¾ö-�	»³â�，SMD1206�4 0805�ï�
�µc¡&��÷ø��#。

RCS1 4 RCS2 okù$13R CS/ZCD TS。ES

RCS��#��PCB�ã�okù$1y，&ã��n\

&ù$1O（�Oï��µ）。�Ë� RCS��#4

DRV、VIN、VDRAINäã�*G�� 1 cm �-.å
æ，�Þ|ç_。

01'234567�

NCP16230�Q����ð�。

�a，7¿�����úû¿�/�8��。JÝ

ò���¶'：

• ok�
X\A���#�¼��j�¡Ð。

• ��S/（��J��{¼��ü）�ýÒÄd。

• ��S/�ýÒÄd。

• ��S/4��S/
�a�[°è��ü��E

S，�kh�j�。

• T�ü�Ë�e��[�：�D73R�{st�

��(RSENSE)��S/Ôþ��d���S/ES;�

�S/。

• 
��� VCC 4 GND TS*Gõd�� 100 �
220−nF��µ，�2�ESI\�O。

• RCS ��#okù$13R CS/ZCDTS，&ok

Þ|� GND�78�
YZ��µç_。

• »µ� FB TS-õd��Æ®�µ#，��,T

S|e±��Q��v。�a，T�µok&�

O，�1à FBTSst;����O�Ç。
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: 1. ;<=>

�� ?� => @5

�� 1:
���� fline :����	
。�� 50 Hz/60 Hz 	�，

��� 47−63 Hz��
�。

�Vline,rms
�
HL

�Vline,rms
�
LL

: ���������，�� 90 V。

: �������，�� 264 V。

Vout,nom : ����������，�� 390 V。

Vout,LL : ��������（����������(follower boost)），�� 250 V。
��Vout�pk	pk : ��	
����-��������。

tHOLD−UP :������，������������ !���，�� 10 ms。

Vout,min : �"�#$!"#$��%����，�� 180 V。

Pout,max : PFC �"�#$!"#$��%����，�� 100 W。

�: %&!
，�� 95%。

�Pin,avg
�

max
: '(&��)'�，�*��*��+
，�� 105 W�（,+!
. 95%）。

�� 2:
+
,+-

PFC �/"

L �
�Vline,rms

�
LL

2

2 � �Pin,avg
�

max

� Ton,max

�*�/

Ton,max: �*0
��

�IL,pk
�

max
� 2 2�

�Pin,avg
�

max

�Vline,rms
�
LL

�*���.

�IL,rms
�
max

� 2 2�
�IL,pk

�
max

6�

�* rms �.

Á:'�x
�Pbridge

�
max 


1.8 � Vf � Pout,max

�Vline,rms
�
LL

� �

�*+
1/

Vf: 0�21233��

MOSFET

� �1 	
8 2� � �Vline,rms

�
LL

3� � Vout,LL
�

�Pon �max �
4

3
� RDS(on) � � Pout,max

� � �Vline,rms
�
LL

�2 �*0
1/

RDS(on): FET 0
�4

��212
�Pdiode

�
max � Vf �

Pout,max

Vout,LL

�*0
1/

*45�4
CBULK �

Pout,max

��Vout
�
pk	pk � � � Vout,LL

'6��������%�4

CBULK �
2 � Pout,max � tHOLD	UP

Vout,LL
2 	 Vout,min

2

'6��������%�4

�
32 2�

9�
�

�Pin,avg
�

max

2

�Vline,rms
�
LL

� Vout,LL

	�Pout,max

Vout,LL

�2�
�Ic,rms�max

�* rms �.
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: 1. ;<=>

�� @5=>?�

�� 3:
IC75��+

-

FB 68��
RFB1 �

Vout,nom 	 Vout,LL

IFB(LL)

FB1 �4
IFB(LL):��������(follower boost)

FB�.

RFB2 �
RFB1 � VREF

Vout,nom 	 VREF

FB2 �4
VREF: FB 79��，�2.5 V。

CFB �
1

150 � �RFB1 
 RFB2
� � fline

�* FB �4

VCTRL 68��
R0 �

Vout,nom

VREF � GEA

vout/ictrl  �4
iCTRL: OTA ���.

GEA: OTA 8:

Rload �
Vout,nom

2

Pout,max

'(&��)'��;(�4

G0 �
�Vline,rms

�
HL

2
� Ton.max � Rload

16 � L � Vout

“759��”:<;=<�>.8:

CZ �
G0

2�fC � R0

?@�4

fC: =A	


RZ �
Rload � CBULK

2 � CZ

?�4

CP �
tan ��

2
	 �m�

2�fC � RZ

1@�4

�m: B>C5（?@）

CS/ZCD 68��
RSENSE �

0.5 V

�IL,pk
�

max

DE�4

� �1 	
8 2� � (Vline,rms)LL

3� � Vout,LL

�
�PRSENSE

�
max �

4

3
� RSENSE � � Pout,max

� � �Vline,rms
�
LL

�2 �*0
1/

KCS �
NPRI

NAUX

�
RCS1 � RCS2

RCS2

� 133
CS �4F

NPRI/NAUX  = 1 (A 3), 10 (A 4)
RCS2  = 62 k� (A 3), 22 k� (A 4)

RCS1 � RCS2 � �133 �
NAUX

NPRI

	 1� CS1 �4
NPRI/NAUX  = 1 (A 3), 10 (A 4)

RCS2  = 62 k� (A 3), 22 k� (A 4)
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� 5. 100 W ��	�����

onsemi,  , and other names, marks, and brands are registered and/or common law trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC dba “onsemi” or its affiliates
and/or subsidiaries in the United States and/or other countries. onsemi owns the rights to a number of patents, trademarks, copyrights, trade secrets, and other intellectual property.
A listing of onsemi’s product/patent coverage may be accessed at www.onsemi.com/site/pdf/Patent−Marking.pdf. onsemi reserves the right to make changes at any time to any
products or information herein, without notice. The information herein is provided “as−is” and onsemi makes no warranty, representation or guarantee regarding the accuracy of the
information, product features, availability, functionality, or suitability of its products for any particular purpose, nor does onsemi assume any liability arising out of the application or use
of any product or circuit, and specifically disclaims any and all liability, including without limitation special, consequential or incidental damages. Buyer is responsible for its products
and applications using onsemi products, including compliance with all laws, regulations and safety requirements or standards, regardless of any support or applications information
provided by onsemi. “Typical” parameters which may be provided in onsemi data sheets and/or specifications can and do vary in different applications and actual performance may
vary over time. All operating parameters, including “Typicals” must be validated for each customer application by customer’s technical experts. onsemi does not convey any license
under any of its intellectual property rights nor the rights of others. onsemi products are not designed, intended, or authorized for use as a critical component in life support systems
or any FDA Class 3 medical devices or medical devices with a same or similar classification in a foreign jurisdiction or any devices intended for implantation in the human body. Should
Buyer purchase or use onsemi products for any such unintended or unauthorized application, Buyer shall indemnify and hold onsemi and its officers, employees, subsidiaries, affiliates,
and distributors harmless against all claims, costs, damages, and expenses, and reasonable attorney fees arising out of, directly or indirectly, any claim of personal injury or death
associated with such unintended or unauthorized use, even if such claim alleges that onsemi was negligent regarding the design or manufacture of the part. onsemi is an Equal
Opportunity/Affirmative Action Employer. This literature is subject to all applicable copyright laws and is not for resale in any manner.

ADDITIONAL INFORMATION
TECHNICAL PUBLICATIONS:
Technical Library: www.onsemi.com/design/resources/technical−documentation
onsemi Website: www.onsemi.com

ONLINE SUPPORT: www.onsemi.com/support
For additional information, please contact your local Sales Representative at
www.onsemi.com/support/sales
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